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Esprimere tutti i risultati in forma numerica, indicando I’unita di misura tra parentesi quadre.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

ESERCIZIO 1
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Dato il circuito in figura, si considerino i due casi:

Caso 1) E,=10 V.

Si calcolino la resistenza Rq e la conduttanza Gq equivalenti, la tensione a vuoto Vy e la corrente

di corto circuito I¢c tra i morsetti A-B, rispettivamente:

Req = [ ] Geq = [ ]

Vy = [ ] Iec= [ ]

Supponendo di inserire una resistenza Ry tra i morsetti A-B, se ne calcoli il valore affinche la
potenza Py assorbita dal resistore Ry sia massima. Si calcoli, inoltre, il valore della potenza Py cosi
massimizzata. Ry = [ ] Px= [ ]

Caso 2) E,=5V;.

Si calcolino la tensione a vuoto Vy e la corrente di corto circuito Icc tra i morsetti A-B, la resistenza

Req € la conduttanza G¢q equivalenti, rispettivamente:

Vy = [ ] Iec= [ ]

Req = [ ] Geq = [ ]




ESERCIZIO 2
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Si descriva il doppio bipolo mediante i parametri [Z] :

Si determini la risposta in frequenza del doppio bipolo con riferimento al parametro Zzz, calcolando le

pulsazioni di risonanza parallelo mgp € serie wps, rispettivamente:

®op = [ ] ®os = [ ]

Si valuti il comportamento asintotico del doppio bipolo in bassa (w—0) e alta (w—x) frequenza e il
comportamento per ® = Mop € per M = Mos:

\Zzz = [ ]‘Zzz

W—>0

‘222 = [ ] ‘Zzz

O—>Oop O—>0pg



